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В статье представлено техническое описание микросхемы быстродей-
ствующего параллельного ЭСППЗУ 5861РР1Т емкостью 16 Кбит (организа-
ция 2К×8 бит). Отличительными особенностями микросхемы являются 
высокое быстродействие при чтении информации (25 нс), встроенный 
секвенсор адреса с функциями инкремента/декремента, рабочий диапа-
зон температур (–60…125°С), напряжение питания 4,5…5,5 В.

микроСхема 
быСтродейСтвующего 
параллельного ЭСппЗу  
Со вСтроенным СеквенСором 
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виктор кряжев, нач. отд., нтц «дЭлС» 
сергей курносенко, к.т.н., нач. отд., нтц «дЭлС» 
сергей терешко, к.т.н., ген. директор, нтц «дЭлС»                                                               

основные технические 
хАрАктеристики
микросхема 5861рр1т — электри-

чески стираемое перепрограмми-
руемое постоянное запоминающее 
устройство (ЭCппЗу) информацион-
ной емкостью 16 кбит и организа-
цией 2к×8 бит. микросхема предна-
значена для построения постоянных 
запоминающих устройств с возмож-
ностью многократной перезаписи 
информации.

микросхема изготавливается по 
кмоп-технологии и имеет ттл-совме-
стимые входы и выходы. конструктивно 
она выполнена в планарном металло-
керамическом корпусе типа 4119.28-6 с 
двухсторонним расположением выво-
дов. назначение выводов микросхемы 
приведено в таблице 1, а ее основные 
параметры — в таблице 2.

микросхема 5861рр1т может быть 
использована как при разработ-
ке новой, так и при модернизации 
серийно выпускаемой радиоэлек-
тронной аппаратуры (например, для 
замены микросхем серий 573, 558, 
1601).

структурнАя схемА
Структурная схема микросхемы при-

ведена на рисунке 1. 
Блок формирования адреса пред-

назначен для формирования испол-
нительного адреса ADR, непосред-
ственно используемого в блоке 
памяти для записи/чтения информации. 
функциональная схема блока формиро-

вания адреса представлена на рисун-
ке 2. блок содержит:

– регистр режимов со схемой 
декодирования сигналов управления 
(Register Decoder);

– 11-разрядный регистр адреса 
(Address Register);

– комбинационную схему.

комбинационная схема реализует 
вычисление инкремента, декремента, 
передачу адреса с входной шины в 
регистр адреса, а также обеспечивает 
режим хранения кода адреса.

функционирование блока форми-
рования адреса осуществляется в 
соответствии с таблицей 3. Запись 

Таблица 1. Назначение выводов микросхемы 5861РР1Т

Обозначение Назначение
A[10:0] Входная шина адреса
Q[7:0] Двунаправленная шина данных

WE Вход сигнала разрешения записи
CE Вход сигнала выбора микросхемы и разрешения выдачи информации
C Вход сигнала синхронизации счета, записи адреса

D1, D2 Входы сигналов управления
ECT Вход сигнал разрешения счета
UPR Выход встроенного умножителя напряжения программирования
Vсс Вывод питания от источника напряжения

GND Общий вывод

Рис. 1. Структурная схема микросхемы
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кода режима в регистр режимов 
и запись информации в регистр 
адреса осуществляется по положи-
тельному фронту синхросигнала C. 
при этом фиксация кода адреса A с 
входной шины, а также выполнение 
операций инкремента и декремента 
исполнительного адреса происхо-
дит со сдвигом на один такт синхро-
сигнала C.

блок управления формирует из 
входных сигналов CE и WE внутренние 
сигналы управления, обеспечивающие 
функционирование микросхемы в раз-
личных режимах.

Сигнал CE — сигнал выбора микро-
схемы и разрешения выдачи информа-
ции. низкий уровень сигнала разрешает 
обращение к микросхеме, высокий — 
переводит шину Q микросхемы в состо-
яние с высоким импедансом.

Сигнал WE — сигнал разрешения 
записи. при низком уровне сигнала WE 
производится запись информации, при 
высоком — чтение.

вывод UPR — выход встроенного 
умножителя напряжения программи-
рования. при подключении на данный 
выход напряжения VСС осуществля-
ется блокирование работы внутрен-
него умножителя напряжения, что 
защищает ячейки памяти от переза-
писи. при отключенном состоянии 
вывода защита памяти игнорирует-
ся. подключение низкого уровня к 
данному выводу не допускается ни в 
каких режимах.

ПрогрАммировАние 
микросхемы
программирование микросхемы 

производится побайтно в произволь-
ном порядке по любому выбранному 
адресу. предварительного стирания 
не требуется. цикл перезаписи одного 
байта составляет ~10 мс.

внутренний сигнал разрешения 
записи, непосредственно подавае-
мый на вход накопителя информации, 
формируется из внешнего сигнала WE 
только при условии наличия следую-
щей комбинации управляющих сигна-
лов: ECT = «1», D1 = «0» и D2 = «1» 

Таблица 2. Основные параметры микросхемы

Наименование параметра, единица измерения Обозначение параметра
Норма параметра

не менее не более
Напряжение питания, В UCC 4,5 5,5
Ток потребления в режиме хранения, мА ICCS — 10,0
Динамический ток потребления, мА IОCC — 150
Выходной ток низкого уровня, мА IOL — 4,0
Выходной ток высокого уровня, мА IOH — |–4,0|
Время цикла записи, мс tCY(WE) — 10
Время выбора, нс tCS — 25
Время выборки адреса, нс tA(A) — 25
Количество циклов перезаписи NRW — 105

Время сохранности информации, лет tSG — 10
Температурный диапазон,°С Ta –60 125

Рис. 2. Функциональная схема блока формирования адреса

Рис. 3. Схема формирования внутреннего сигнала разрешения записи

Рис. 4. Временная диаграмма установки и удержания сигналов управления ECT, D1, D2 и адреса A относи-
тельно сигнала синхронизации C

Рис. 5. Временная диаграмма записи данных

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Таблица 5. Временные параметры записи данных

Наименование параметра, 
единица измерения Обозначение

Норма параметра

не менее не более

Время цикла записи, мс tCY(WE) 10 –

Время установления входных данных 
относительно сигнала CE, нс tSU(D) 300 –

Время удержания входных данных 
относительно сигнала CE, нс tH(D) 200 –

Время установления сигнала WE отно-
сительно сигнала CE, нс tSU(WE) 150 –

Время удержания сигнала WE относи-
тельно сигнала CE, нс tH(WE) 150 –

Длительность сигнала CE, нс tW(CE) 300 –

Таблица 6. Временные параметры чтения данных

Наименование параметра, 
единица измерения

Обозначе-
ние

Норма параметра

не менее не более

Время сохранения выходных данных при 
смене адреса, нс tv — 8

Время выборки адреса, нс tA(A) — 25

Время выбора, нс tCS — 25

Время задержки распространения при 
переходе из состояния «Выключено» в 

состояние высокого или низкого уровня, нс

tPZH(CE),
tPZL(CE)

— 5

Время задержки распространения при 
переходе из состояния высокого или низ-
кого уровня в состояние «Выключено», нс

tPHZ (CE),
tPLZ (CE)

— 5

(см. рис. 3). такая комбинация сигна-
лов соответствует режиму хранения 
кода исполнительного адреса блока 
формирования адреса, при котором 
значение адресного регистра остается 
неизменным. 

все это позволяет организовать 
дополнительную защиту от несанк-
ционированного стирания информа-
ции.

Рис. 7. Временная диаграмма чтения данных по сигналу CE

Рис. 6. Временная диаграмма чтения данных при смене адреса (CE = 0, WE = 1)

Таблица 3. Режимы работы блока формирования адреса

ECT D1 D2
Значение 

исполнительно-
го адреса ADR

Режим работы

0 0 0 00000000000 Установка в 0 кода исполнительного 
адреса

1 0 0 10000000000 Установка в 10000000000 кода исполни-
тельного адреса

0 0 1 A Фиксация кода адреса A с входной 
шины

1 0 1 ADR Хранение кода исполнительного 
адреса

0 1 0 ADR + 1 Увеличение на 1 кода исполнительного 
адреса (инкремент)

1 1 0 ADR Хранение кода исполнительного 
адреса

0 1 1 ADR – 1 Уменьшение на 1 кода исполнительного 
адреса (декремент)

1 1 1 ADR Хранение кода исполнительного 
адреса

Таблица 4. Временные параметры установки и удержания сигналов управле-
ния ECT, D1, D2 и адреса A относительно сигнала синхронизации C

Наименование параметра, еди-
ница измерения

Обозначе-
ние

Норма параметра

не менее не более

Частота следования импульсов тактового 
сигнала на входе С, МГц fС — 40

Длительность сигнала высокого уровня на 
входе С, нс tWH(С) 10 —

Длительность сигнала низкого уровня на 
входе С, нс tWL(С) 10 —

Время установления адреса относительно 
сигнала C, нс tSU(A) 5 —

Время удержания адреса относительно 
сигнала C, нс tH(A) 5 —

Время установления сигналов управления 
ECT, D1, D2 относительно сигнала C, нс

tSU(ECT),
tSU (D1),
tSU (D2)

5 —

Время удержания сигналов управления ECT, 
D1, D2 относительно сигнала C, нс

tH(ECT),

tH (D1),

tH (D2)

5 —

при записи данных в микросхему во 
избежание конфликта на двунаправлен-
ной шине Q рекомендуется предвари-
тельно перевести ее в «третье», выско-
импедансное состояние подачей на вход 
CE сигнала высокого уровня. после окон-
чания переходных процессов (≤ 5 нс) на 
шину Q можно подавать данные, пред-
назначенные для записи в микросхему, и 
инициировать процесс записи (см. рис. 5).

временные диАгрАммы 
функционировАния
временные диаграммы функцио-

нирования микросхемы показаны на 
рисунках 4—7. Соответствующие вре-
менные параметры приведены в табли-
цах 4—6. Заштрихованные области на 
рисунках означают произвольное зна-
чение сигналов на соответствующих 
входах.


